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12. GaAs単結晶からの光電子のエネルギー分光

首 銘 隆

<はじめに>

スピン偏極電子線の生成法の一つとして光励起による GaAs単結晶か らの光電子

を用いたものがあるが,当由死重に於て,現在では He-1Veレーザー (/～.:632.8
nnE=1.96eV-)を用いて GaAs単結晶か ら無偏極ではあるがjLA程度の光恵子電
淡を取り出すに至っている｡一

今回 Ga･As単結晶か ら̀の光電子分光を行 う為,先ず半球型分光告の特性を訴べた｡

その一手度としてWフィラメント電子銃を用いて熱放射電子エネルギー分光を行い,

その結果を,実際のGaAs単結晶か らの光電子のエネルギー分光に役立てたい｡

<魚電子放出>

金属の伝導帯にある電子は Ferni-Dirac 図 1

分布に従って存在 し真空準位に対 して高さ

Ⅴのポテンシャル障壁内にある｡

金属が高温になる時運動エネルギーを得

てフェル ミ面からしみ出て来る電子が多 く

なり (Fermi分布の 舶Xhlelliantail),

あるものはポテンシャル障壁を越 えて真空

中に飛び出す｡ これを魚電子放出と呼び,

放射電子は 汀axvd11-BolZmann分布に従う｡

(国土参庶)
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<装置>

横路は図2に示す｡
i)真空槽の排気はターボ分子ポンプ系及び

イオンポンプで行 う｡

2)分光番は,前段四枚がメッシュ状電極,

後段二枚がメタル額の計六枚か ら成 り立ちフ

ランジに固定されている｡

3)分光器カバー娃分光器と電子泉謡との間

の電界を一様にす るために設けられベーキン

グ用にハロゲンランプを内蔵する｡

4)フィラメン トホル ダーはW-フィラメン

トを内蔵 しウエネル トを持つ｡

5)表面処理槽は Csによる分光器の汚染を

防 ぐため重力式のシャッターを用いる｡

6)GaAsホル ダーは先端がno製で可動性 トラ

ンスファー ･ロッドの先にとりつけられてお

りヒータ及び熱電対を内蔵する｡

7)Lqh=三ジヤッケットは Heat-Cleaning後

GaAsホル ダーを迅速に冷却するために設け

られているC

分 光器 カバ __分光器
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排気系へ

トランスファーロつドの先 にGaAsa)Lタq-ある

V-71ラメント示舶q-を取 り付 けエネルギー

光 を行う

<実験>

Ⅰ 桑電子分光 真空度 (1016Torr～ 10~TTorr)

i)最良の分解能を得るために分光器の配線の決定 を行 う｡ (図3参照)

2)W-フィラメン ト電子鏡を分光器のセンターに記置 し,熱電子電流の安定を待

ちエネルギー分光を行う｡

Ⅱ GaAs単結晶か らの元電子分光 真空度 (10-9Tor,～ )′

i)化学処理によって清浄面の形成 し保護膜を形成 し真空中で Heat-Cleaningに

より保護膜を焼き飛ばす｡

2)Lqh'2ジャケッ トを用いて冷却後 Cs,02による表面処理を行い He-Ne レーザ

一光 を腰射,光電子電流量の変化を見なが ら表面処理の微調整を行 う｡

3)光電子電涜の安定を待ちエネルギー分光を行う｡

図4
<結果及び考察>

1)桑電子のエネルギー分布のピークーの

位置はフィラメン ト電淡によってシフ トする｡

これは放射電子の運動エネルギーが陰極の

温度に依存している事を示す｡ (図4参庶)

2)加速電圧をおさえる葛含分光番の分解

能が向上 し分解能半値幅の最良億は 0.3eV

である｡ さらに,r点付近の GaAsのバン
ド構造か ら,GaAsか らの光電子の分光を行

った際のスペク トルが推測される｡

(図5参庶)
追止電圧 (Ⅴ)
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図 5
GaAsのバン ド構造
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予想 されるスペク トル 図 3

分光器の盲己線図
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13･ Auger電子分光法に基づくXe4d電子電離断面積の測定

渡 部 敏 雄

【序】

電子衝撃により内殻電子が電離された原子か ら放出されるA uger電子のスペク

トルを定量的に解析することによりPCI効果や内放電態斬面積を滑走することがで

きる｡我々の研究室ではこれまでにA uger電子分光法を用いて､N e KLL､

A r LMM､ K r MNN-､Ⅹ e NOO A uger過程におけるPCI効果日や､
A r 2p､K r 3d､Ⅹ e 4d電子電態断面積の滑走を行っている｡ これ らのような内

殻電敦状鹿か ら戯曲起する際のfluorescenceyieldは非常に小さいので全A uger

電子放出断面積水内殻電能斬面積になる｡.国1は A r､ K r､ Ⅹ e の内放電態斬面

積について過去に測定された着果であるが､Ⅹe 4d電子電離の葛含のみ二つのピーク

が見 られその儀がかなり大きいことがわかる｡ とれは4d軌道電子を持つ庶子やイオン

の4d電子の電敦の寄与と考えられる giantresonance と呼ばれる特徴的な構造であ り

最近になって注目されていることである｡本案故ではⅩ eの4d電子竜襲斬面積を衝突
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